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Ia invencién se refiere a un oirouito pare acopler y desg
coplar sefinles adicionales en los dispositivos del sistema, easpe-
cialmente estaciones repetidoras de instalaciones de radiotransmi-
8ién direccional, que sirven normalmente para la transmisién de bah
Se das de modulacién mds anchas, por ejemplo en forma de modulacién

de frecuencia, y en las que se alimentan sefiales adicionales en lo
mezcladores de receptor de ambas direcciones mediante modulacién dt
sus osciladores heterodinos,

En los radioenlaces dirigidos es usual transmitir adicio-
10. nalmente a la ocupacién propiamente dicha con sefiales de mensajes
de tipo usuel, seifialea adicionales, por ejemplo moduladas en fre-
| oueneia, tales ocomo conversaciones de servicio y sefiales de mando.
As{ puds al tratarse por ejemplo de un sistema de radioenlace para
;.800 canales de conversacidén de la gama de banda subdsica de 0,3
15, hasta eproximedamente 54 kHz., se mantiene libre para 13 canales
de servicio adicionales ocon un ancho de banda de en cada caso 3,1
kHz, aproximademente y se emplea para la transmisidén adicional,

En estaciones repetidoras sin demodulacién se ejecuta mod

™

(lable el oscilador del receptor, para poder alimentar las sefiales
20, de servicio, El desacoplamiento de las sefiales adicionales se efeg|
tua aquf en una segunda salida de freocuencia intermedia del recep~
tor, a la que estd posconectado un demodulador. Ia transmisién de
las sefiales de servicio tiene que efectuarse en ambas direcciones
de transmisién y tiene que recibirse también desde ambas dirsceio-
25, nes, Esto lo muestra el esquema de bloques de le figura 1, end
que un receptor El obtiene sefinles de frecuencie de este tipo des=
de una direccién y después del mezclado las transforma en una fre=
cuencia intermedia ZPF que se alimenta de nuevo a un emisor, en el |

que se encuentra un mezclador elevador, de una antena para la ra-

T

30, diacién, Esto mismo es vdlido en el mismo sentido para la linea in
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versa, para la que el emisor y el receptor estén designados con S2|y
E2 respectivamente. Debido al procedimiento de alimentecién es con
diciJn que se desacoplen también en la estacidén propia las.pefiales
alimentadas. lIa esoucha propia pertui'ba y é.deméa pueds sufrir una

5 diafonia aoistica desde la salida de la oconversacién de servicio e
la entrada, es deoir una realimentacidén, lo cual tieme como conse~
cuencia distorsiones y en 0aso extremo una oscilacidn, es decir inp
1tilizacién del sistema para la transmisién de seflales adicionales.
‘ Ia invencién se fundamenta en el cometido de eliminar ea-
1o, tas desventaja&. Este cbmtido se solucione segin la invenoidn en
un oireuito para acoplar y desacoplar sefinles adicionales en los

dispositivos del sistema, especialmente las estaciones repetidoras
de instalaciones de radiotransmisién direcoional, que sirven normal
mente para la transmisién de bandas de modulaocién més anohas, por
15, ejemplo en forma de modulacién de freouencis, y en las que se ali- |
mentan sefinles adioionsles en los megoladores del receptor de am

direcciones mediante modulacidén de sus osciladores heterodinos, po
que sefiales obtenidas en los receptores de embas direcciones me-

diante demodulacidn de correspondientes bandas parciales en el oa~
20, mino de frecuencia intoriod:lo, se alimentan a un ecirouito terminal
hibrido eleotrénico, en el que se efectua una extinocién en contra~
fase de partes de la misma frecuencia y la misme fase de una direoL
oién, y la sefia) adioional de la direccién contraria se obtiene en

forma pura,
25, FPara ésto es ventajoso un ocirouito en el que la sefial de

una direcoién se lleva a un transistor en base comin y la de la
otra direocién a otro en emisor comin, y-los colectores de ambos
transistores estdn oconeotados a una y la misma resistencia termi-

nal, a la que sigue preferentemente un amplifiocador posterior, y

30, en el que ademfs la resistencias de entrada de ambos circuitos se
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llevan a la misma medida mediante inclusién de resistencias en pa-
ralelo o bien serie,

Un ventejoso perfescionamiento de este ciroulto consiste
en que desde el lado colector de la ebtapa de amplificaocién en emi-
5 sor,oomﬁn, posconectada & ambos transisiores, esitfén previstos en
cada caso ramales de realimentacién negativa @ los emisores de ame
bos transistores previos, oon los que son ajustables las aﬁplificg
ciones de ambos caminos, ’

De este modo se oconsigue ventajosamente que las sefiales %ue
10, vienen simulténeamente de ambos cenales se sumen en contrafase en
el cirouito hibrido y se extingan. Ademds ol circuito hibrido, que
se ejecuta ventajosamente en la forma eleoctrdénica del tipo ante-
rior, tiene la venteja de que se desacoplan une de otra ambas en-
tradas pera las sefiales de servicio.

15, A continuacidén se aclara detallademente la invenoidn a bg
se de la figura 1 y la figura 2.

Ambas salidas de sefial para las sefiales adiocionales 1 y 2
en la figura 1 se alimentan a un oircuito términel hibrido G y en
3 se pueden tomar ambas sefiales desacoplades entre sf, y exéntas
20, de la parte propisa.

Ya que la realizacién de un terminal hfbrido de bobina es
bajo eiertas eircunstancies téenicemente dfficil y no puede llevan)
se a oabo, especialmente para grandes gemas de frecuencia, es en
muchos casos mejor emplear un ecircuito como el que se representa
25. detalladamente en la figura 2.

La figurs 2 muestra un cirouito de transistores en.el que
wna de las seﬁaies 1 se alimenta a una etapa de transist&r gl en
base comin., La segunda sefial 2 se alimenta una segunda etapa del

transistor Ts2 en emigor comin. Los colectores de ambos circuitos

30, estdn enlazados directamente uno oon otro, y ambos circuitos tienep
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| resistencia de entrada de otra etapa de transistor Te3 que estd

parte y la oonexidén en emisor comin por otra parte, y la misme am

<A

por tanto una resistencia de salida R19 comin juntamente oon la

prevista para la amplificacidn posterior y otross: oometidos. El
tmistor Ts3 estd dispuesto en emisor comin, y la salida para am
bas sefiales forme entonoes g través de T11 y R23 el punto de cone-
xién -3, Para adapbar una a otra las éalidas de ambos oireuitos,
que son totalmente diferentes a osusa de su diferente oaracteristi
oa, hay en la entrada de la etepe en base comin Tsl una resisten-
oia R5 para aumentar la resistencia de entreda. Por el contrario
hey una resistenocia Rl4 en paralelo a la entz;gda de la etapa oon
el trénaistor Te2, para reducir su relativamente alta iesistencia

de entradas puedan llevarse al mismo valor 2.
Mediante el empleo de la conexién en base comin por una

plificaocién en ambos caminos, se consigue que desapareszca les par-
tes de la misma fase y ¢l mismo nivel en ambes entradas 1 y 2 de
la salida,

Para elevar la lineabilidad y la oonstancia del sistema
se efectua todavia una realimentacidén negativa desde la etapa fi-
nal comin Ts3 a ambas etapas de entrade, Para ésto una parte de 14
energfa de salida del transistor Ts3 se reenvia por el lado coleo-
tor al lado emisor del transistor Tsl, & través de una resistenci
variable R9, Por otre parte est{ conducido un divisor de tensidn
R20, Ol4, R18 para el reenvio ds una tensién de realimentacién ne-
gative al emisor del tramsistor Tsl, en paralelo a su resistencia
R17. la resistencia R18 estd ejeoutada esfmismo variable para po-
der adapter la realimentacién negativa en ambos ramales, y poder

de entrada, y oonoretamente a una medide tal que ambas resistenciﬁa .

ajustar la misma emplificacién en ambos caminos. Mediante elementog

reactivos variables puede efectuarse en los correspondientes rame-
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les une adecuacidén de fase, que se necesita bajo ciertas oircunstsn
olas para frecuencias més altes,

De este modo eam conseguible un desacoplemiento muy bueno
del tipo deseado,

Desorita suficientemente la naturaleza del invento, asi
como la manera de realizarlo en la prdotios, debe hacerse constar
que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de

modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio funda~

mental,




TCACTON

1.~ Perfecoionamientos en oirouitos para acopler y dcsa=
coplar sefiales adicionnles en instalaciones de radiotransmisidén
Se reccional, especialmente estaciones repetitivas acoplandose y do:i
‘copla.ndose dichas sefiales en los dispositivos del sistema, que siy
ven normalmente para 1a- transmisién de bandas de modulacién mas
enchas, y en las que se alimentan sefinles adicionales en los mez~
cladores de receptor de ambas direcciones mediante modulacién de
10, sus oscilaﬁorea heterodinos, ocaracterizados porque seflales adicios
nales cbtenidas en los receptores de ambas direcciones mediante d_#
modulacidn de correspondientes bandas parciales en el camino de
frecuencia intermedio, se. alimentan & un oirouito terminal hibridg
electrénico, en o:l. que -ge etoom la ozt.'moﬁn de contrafase de
15, - | partes de la mim frecuencia y la misma fase de una direccidn, y
la sefial adioional de la direccién contraria se obtiene en forma
pura,

2.~ Perfeccionamientos segin le reivindicaocién 1, ocarao-
terisados porque la sefial de una de las direcciones se lleva a un
20, | transistor en base comin y la de la otra direccidén a otro en emi-
sor oomin, y los colectores de ambos transistores estén oonectadog
| a una y la misma resistenoia términal, & la que sigue preferente-
| mente un amplificador posterior, y en el que ademfs la resistenci

de entrade de embos cirocuitos se llevan a la nisma medida uodimti

25, inclusién de resistencias en paralelo y en su oaso seris.

3.~ Perfeccionanientos segin la reivindicacién 2, carac-
terisados porque desde el lado colector de la etapé. de amplifieca-
cién en conexién de emisor comin, posconectads a ambbs transisto~

res, estén previstos en oada caso ramales de realimentacién negati

30. va a los emisores de ambos transistores previos, oon los que son
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ajustables las amplificaciones de ambos daminos.

4.~ Perfeccionamientos en cirouitos para acoplar y desaoo)
plar seflales adicionales en instalaciones de radiotransmisidn di-
reccional, tal y como queda sustancilalmente desorito en la presen-
te Memoria y en los dibujos adjuntos,

Esta Memoria conste de siete hojas esoritas a mé@uina poy]
una sola ocara.

Madrid, £ oL 1976
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